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Мемристоры на основе нестехиометрического оксида кремния (SiOx) привлекают повышенное внимание благодаря совместимости с кремниевой технологией и перспективам создания нейроморфных вычислительных систем. При этом ключевым фактором, определяющим параметры переключения, является структурное состояние активного слоя, которое может быть модифицировано термической обработкой. В данной работе исследовано влияние отжига при 1100°C на вольт-амперные характеристики мемристорных структур Si/SiOx/Ti. 
Были исследованы два типа образцов: неотожженный и отожженный при температуре 1100°C в инертной атмосфере. Вольт-амперные характеристики обоих типов образцов демонстрируют биполярное переключение. Неотожженный образец изначально находится в высокоомном состоянии ROFF и демонстрирует переключение с напряжениями записи VSET ≈ +8.25 В и считывания VRESET ≈ -8 В, при этом отношение сопротивлений RON/ROFF составляет приблизительно 6.5. 
Отжиг при 1100°C приводит к существенному изменению электрофизических свойств: в отличие от неотожженного аналога, отожженный образец исходно находится в низкоомном состоянии RON, и для получения стабильных петель гистерезиса требуется электроформовка отрицательным смещением, в результате которой к третьему циклу структура переключается в состояние ROFF и далее работает устойчиво. При этом напряжения записи и считывания снижаются до VSET ≈+7.4 В и VRESET ≈ -4.3 В, а отношение RON/ROFF возрастает до приблизительно 14, что более чем вдвое превышает значение для неотожженного образца. 
Полученные результаты позволяют предположить, что высокотемпературный отжиг индуцирует структурные изменения в слое SiOx, вероятно связанные с усилением фазового разделения и формированием кластеров кремния, что приводит к увеличению контраста между проводящим и изолирующим состояниями. Снижение напряжений записи и считывания и необходимость формовки для отожженного образца могут объясняться частичным термическим формированием проводящих каналов, требующих контролируемого размыкания электрическим полем. Таким образом, высокотемпературный отжиг является эффективным способом настройки и улучшения параметров мемристоров на основе SiOx. 
